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1. はじめに：前回までにテクスチャーSi上の帯電ミストを利用した PEDOT：PSSおよびMoOxの霧

化塗布法により従来のスピンコートに比較して密着性に優れた均一製膜が可能で、n-

Si/PEDOT:PSS太陽電池の開放電圧の向上に有効であることを報告した。特に帯電ミストは基板

直上に設けたメッシュ電極と基板間に印加する直流バイアス Vs で基板上への輸送速度、平均

粒径の微細化が可能である。今回は Si表面終端化部材として各種溶媒による Nafion製膜と Si

終端化状態をライフタイム計測および FTIRで評価した結果を報告する。 

2. 実験： 製膜は図１に示す霧化装置を利用した。平坦化 Si(100)およびテクスチャーSi 上へ

CMD 法により CH3OH（沸点：64.7℃、蒸気圧：143hPa）,EG（沸点：250℃、蒸気圧：<10Pa）およ

び 1-Butanol(沸点：117.6℃、蒸気圧：60hPa）を溶媒として、N２流量、基板温度（Ts）、Vsを変数と

して製膜した。ミストの c-Si 上への輸送状態は高速カメラにより観察した。Nafion の塗布形態は

顕微鏡観察、赤外吸収（FTIR）およびライフタイム計測より行い、また裏面 PEDOT:PSS/n-Si 接

合太陽電池の受光面の終端化および反射防止膜としての機能を I-V特性、EQEから評価した。 

3. 結果と考察： 図１(a)は、N2:300sccm,Ts:30℃,Vs:5kV の条件で 1-Butanol 10wt%添加有無

CH3OHを溶媒としたミスト像を示す。また図 1(b)は 1-Butanol添加有無での Nafionの顕微鏡像

を示す。ミストの発生量は 1-Butanol 添加量の増大とともに連続的に減少した。一方膜の平滑性

は向上した。以上の結果は CH3OHの低沸点、高い蒸気圧によりミスト輸送時における溶媒の離

脱促進に起因する。表は、1-Butanol 10wt%添加有無の条件で有機洗浄のみの平坦化および

テクスチャーSi(100)（1-5Ω・cm）上に 100nm堆積した Nafion膜のライフタイムを示す。ライフタイ

ムは 1-Butanol 添加で向上することがわかった。発表では、テクスチャー基板上での電界分布と

塗布形態、ライフタイム、AR コートとしての評価を報告する。 
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表 平坦・テクスチャーSi(100)上 100nm

厚 Nafion コートのライフタイム 

図１(a)ミスト像、(b) 塗布形態の顕微鏡像 
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